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 高品質かつ大面積のグラフェンを成長させる方法として、化学気相成長(CVD)が注目されてい

る。我々は CVD の下地基板として、高融点で高い化学的安定を有する Irに着目し、RFマグネト

ロンスパッタリングによって 450℃で成膜された同一の Ir(111)/α-Al2O3基板を用いて 3回に渡って

グラフェンの成長と電気化学転写が可能である事を報告した[1]。しかし、Ir 膜への炭素原子の固

溶と拡散の影響から、4回以上の成長は実現していなかった[2]。本研究では、より再利用に適した

Ir(111)/α-Al2O3基板の作製条件の確立に取り組み、より優れた再利用性の実現を目標とした。 

下地となる Ir(111)/α-Al2O3基板を DCマグネトロンスパッタリングによって、従来よりも高温の

1150℃で作製し、グラフェン CVD を複数回に渡って行った。成長したグラフェンは SiO2/Si に電

気化学転写し、ラマン分光法、光学顕微鏡によって評価した。また、電気化学転写後の Ir の表面

モルフォロジーの変化を原子間力顕微鏡 (AFM) によって観察した。 

Fig.1 より、同一の高温成膜 Ir を用いて 7 回に渡ってグラ

フェンを成長させることに成功した。グラフェンの多層領域

の形成は、CVD 時に固溶、残留した炭素原子が次の CVD 時

に析出することが原因で起こっていると考えられる。6回目

よりも 7回目のグラフェンの方が多層領域が少ないが、これ

は 6 回目で多くの炭素原子が析出したことで、7回の時点で

残留している炭素原子が減少したためだと考えられる。Fig.2

より、CVD を繰り返しても Ir の表面モルフォロジーは連続

的なステップテラスが維持されており、大きな変形をしてい

ない。このことが複数回の成長を可能にしたと考えている。

これらのことから、高温成膜 Irはグラフェン CVD における

再利用に適していると言える。一方、多層領域形成の抑制の

ために成長温度を下げる、急冷により事前に固溶した炭素原

子を取り除くなどの対策が必要であることが分かった。 
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Fig.1 : Optical microscope images and Raman 

spectra of graphene. (a) : 6th time (b) : 7th time 

 

 
Fig.2 : Surface morphologies of Ir(111). 

(a) : Before 1st CVD (b) : After 6th CVD 
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